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の感度より 2～3 桁高い。 
第 6 章では、n-Si 基板よりも p-Si 基板を使った方が、放出電流の大きさが格段に安定することが述べ
られている。n-Si 基板の場合、収束電極/SiO2/n-Si のヘテロ界面において、SiO2/n-Si 界面に多数キャリア
である電子が蓄積され、それがエミッタに供給される。一方、p-Si においては、SiO2/p-Si 界面に熱励起さ
れた小数キャリアである電子が蓄積され、p-Si 表面が n 型に反転した状態になっていて、反転層内の電
子がエミッタに供給される。このため、p-Si では、エミッタに供給される電子量が温度により制限される。n-




以上より、従来は 1 方向のみであった磁場の検出を、任意方向の磁場を従来よりも 2 桁以上の
高感度で検出する微小冷電子源の作製に成功したと結論付けられている。 
 
審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
 アノード電極の形状と配置を工夫して、さらに、アノード電極に到達する電流の差をとることで、任意方
向の磁場を従来よりも格段に高感度に検出する方法を見出し、さらに、最先端の微細加工技術を用いて
デバイスを形成し、磁気センサとしての性能を実証したことは高く評価できる。 
一方、本センサは、高温等の耐環境下での動作を想定しているため、単に室温での動作特性ではなく、
高温下でも磁場を高感度かつ安定に検出できるかどうか検証すべきであり、今後の研究の進展が待たれ
る。 
 
〔最終試験結果〕 
 令和元年９月２日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
